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【57】申請專利範圍
1.　一種半導體元件，包括：
　　一半導體層，該半導體層具有一第一導電類型；

　　　　一垂直路徑單元，該垂直路徑單元具有一第二導電類型，且從該半導體層的一

上表面垂直地延伸至該半導體層中達到設定的一垂直路徑單元深度，該第二導電類型與

該第一導電類型相反；

　　　　一第一類型深溝槽終端單元，橫向地緊鄰該垂直路徑單元設置，該第一類型深

溝槽終端單元包括一第一深溝槽隔離結構以及具有該第二導電類型的一第一井區，其中

該第一井區橫向地緊鄰該第一深溝槽隔離結構設置；以及

　　　　一第二類型深溝槽終端單元，包括一第二深溝槽隔離結構以及具有該第一導電

類型的一第二井區，其中該第二深溝槽隔離結構橫向地緊鄰該第一類型深溝槽終端單元

設置，且該第二井區橫向地緊鄰該第二深溝槽隔離結構設置。

2.　如請求項 1所述之半導體元件，其中，當從與該半導體層的該上表面平行的一平面上觀
察時，該垂直路徑單元具有封閉的平面幾何形狀。

3.　如請求項 1所述之半導體元件，其中該第一深溝槽隔離結構設置於一第一深溝槽中，該
第一深溝槽的一開口在該半導體層的該上表面，該第一深溝槽垂直地深入該半導體層中

達到設定的一第一深溝槽深度，該第一深溝槽深度大於該垂直路徑單元深度。

4.　如請求項 3所述之半導體元件，其中該第一深溝槽深度為該垂直路徑單元深度的 2~4
倍。

5.　如請求項 1所述之半導體元件，其中，當從與該半導體層的該上表面平行的一平面上觀
察時，該第一深溝槽隔離結構包圍該垂直路徑單元。

6.　如請求項 1所述之半導體元件，其中該第一井區從該半導體層的該上表面垂直地延伸至
該半導體層中達到設定的一第一井預定深度，該第一井預定深度小於該垂直路徑單元深

度。
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7.　如請求項 1所述之半導體元件，其中該第二深溝槽隔離結構設置於一第二深溝槽中，該
第二深溝槽的一開口在該半導體層的該上表面，該第二深溝槽垂直地深入該半導體層中

達到設定的一第二深溝槽深度，該第二深溝槽深度大於該垂直路徑單元深度。

8.　如請求項 7所述之半導體元件，其中該第二深溝槽深度為該垂直路徑單元深度的 2~4
倍。

9.　如請求項 7所述之半導體元件，其中該第二井區從該半導體層的該上表面垂直地延伸至
該半導體層中達到設定的一第二井預定深度，該第二井預定深度小於該第二深溝槽深度。

10.   如請求項 1所述之半導體元件，其中，當從與該半導體層的該上表面平行的一平面上觀
察時，該第二深溝槽隔離結構包圍該第一類型深溝槽終端單元。

11.   如請求項 1所述之半導體元件，其中該垂直路徑單元包括：
　　一第一內埋層，具有該第二導電類型且內埋於該半導體層中，其中該第一內埋層的

一下表面實質上設置在該垂直單元深度；

　　一第一外圍井區，具有該第二導電類型且形成在該半導體層中，其中該第一外圍井

區從該半導體層的該上表面垂直地向下延伸至該半導體層中，以抵達並物理上接觸該第

一內埋層；以及

　　一路徑接觸區，具有該第二導電類型，且形成於該第一外圍井區中接近該半導體層

的該上表面的位置。

12.   如請求項 1所述之半導體元件，其中當一電壓施加或耦接至該第一井區時，該第一井區
具有漸變的電壓或電位分布曲線。

13.   如請求項 1所述之半導體元件，其中該第一井區包括複數個第二導電類型摻雜區，其中
在該些第二導電類型摻雜區中，從緊鄰該第一深溝槽隔離結構的第二導電類型摻雜區往

最遠離該第一深溝槽隔離結構的第二導電類型摻雜區，依此方向該些第二導電類型摻雜

區依序具有漸小的一區域摻雜濃度。

14.   如請求項 1所述之半導體元件，其中該第一井區包括複數個第二導電類型摻雜區，其中
該些第二導電類型摻雜區中的每一者相對於該半導體層的該上表面具有一區域深度，且

在該些第二導電類型摻雜區中，從緊鄰該第一深溝槽隔離結構的第二導電類型摻雜區往

最遠離該第一深溝槽隔離結構的第二導電類型摻雜區，依此方向該些第二導電類型摻雜

區依序具有漸小的該區域深度。

15.   如請求項 1所述之半導體元件，其中該第二類型深溝槽終端單元進一步包括：
　　一第二井接觸區，具有該第一導電類型，且形成於該第二井區中接近該半導體層的

該上表面的位置。

16.   如請求項 1所述之半導體元件，其中該第二類型深溝槽終端單元進一步包括：
　　一第二內埋層，具有該第一導電類型，且內埋於該半導體層中在該第二井區之下，

其中該第二內埋層的一下表面實質上設置在一預定內埋深度。

17.   如請求項 1所述之半導體元件，進一步包括：
　　一路徑單元金屬接觸結構，電性耦接至該垂直路徑單元及該第一井區，其中該路徑

單元金屬接觸結構橫向地延伸以覆蓋該第一井區的一實質部分而用作一場效電板。

18.   如請求項 1所述之半導體元件，進一步包括：
　　一路徑單元金屬接觸結構，電性耦接至該垂直路徑單元；以及

　　一第一井金屬接觸結構，電性耦接至該第一井區，其中一鎮流電阻耦接於該路徑單

元金屬接觸結構及該第一井金屬接觸結構之間。

19.   如請求項 1所述之半導體元件，其中該終端區進一步包括：
　　一第二第一類型深溝槽終端單元，具有與該第一類型深溝槽終端單元相同的一結

構，且設置於該第一類型深溝槽終端單元與該第二類型深溝槽終端單元之間。
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20.   一種用於半導體元件的終端區結構，包括：
　　　　一垂直路徑單元，製作於一半導體層中，其中該垂直路徑單元從該半導體層的

一上表面垂直地延伸至該半導體層中達到設定的一垂直路徑單元深度，其中該半導體層

具有一第一導電類型，該垂直路徑單元具有一第二導電類型，該第二導電類型與該第一

導電類型相反；

　　　　一個或複數個第一類型深溝槽終端單元，設置於該垂直路徑單元旁且彼此並

列，其中每一個第一類型深溝槽終端單元包括一第一深溝槽隔離結構以及一第一井區，

其中該第一井區橫向地緊鄰該第一深溝槽隔離結構設置；以及

　　　　一第二類型深溝槽終端單元，包括一第二深溝槽隔離結構以及一第二井區，且

該第二井區橫向地緊鄰該第二深溝槽隔離結構設置，其中該第二深溝槽隔離結構設置於

該一個或複數個第一類型深溝槽終端單元旁。

21.   如請求項 20所述之終端區結構，其中該第二深溝槽隔離結構設置於一第二深溝槽中，該
第二深溝槽自該半導體層的該上表面垂直地深入該半導體層中達到設定的一第二深溝槽

深度，該第二深溝槽深度大於該垂直路徑單元深度。

22.   如請求項 20所述之終端區結構，其中該第二井區具有一第一導電類型。
23.   如請求項 20所述之終端區結構，其中該第二深溝槽隔離結構橫向地緊鄰該一個或複數個

第一類型深溝槽終端單元中距離該垂直路徑單元最遠的第一類型深溝槽終端單元設置。

24.   如請求項 20所述之終端區結構，其中該一個或複數個第一類型深溝槽終端單元中每一者
的該第一深溝槽隔離結構設置於一第一深溝槽中，該第一深溝槽的一開口在該半導體層

的該上表面，該第一深溝槽垂直地深入該半導體層中達到設定的一第一深溝槽深度，該

第一深溝槽深度大於該垂直路徑單元深度。

25.   如請求項 20所述之終端區結構，其中當一電壓施加或耦接至該第一井區時，該些一個或
複數個第一類型深溝槽終端單元中每一者的該第一井區具有漸變的電壓或電位分布曲

線。  
圖式簡單說明

為了更好的理解本揭露之實施例，將根據以下附圖對本揭露進行詳細描述。其中相同的

元件具有相同的附圖標誌。以下附圖僅用於說明，因此可能僅繪示裝置的一部分，並且不一

定按實際比例繪製。

　　[第 1圖]繪示了根據本揭露一實施例的半導體元件 100的截面圖。
　　[第 2圖]繪示了根據本揭露一實施例的半導體元件 100的俯視圖。
　　[第 3圖]繪示了根據本揭露一實施例的半導體元件 200的截面圖。
　　[第 4圖]繪示了根據本揭露一實施例的半導體元件 300的截面圖。
　　[第 5圖]繪示了根據本揭露一實施例的半導體元件 400的截面圖。
　　[第 6圖]繪示了根據本揭露一實施例的半導體元件 500的截面圖。
　　[第 7圖]繪示了根據本揭露一實施例的半導體元件 600的截面圖。
　　[第 8圖]繪示了根據本揭露一實施例的半導體元件 700的截面圖。
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